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特性
• 低电压和标准电压操作：

– VCC = 1.7V 至 5.5V

• 内部划分为 131,072 x 8（1 Mb）

• 工业级温度范围：-40°C 至+85°C

• 兼容 I2C 的（双线）串行接口：

– 100 kHz 标准模式，1.7V 至 5.5V

– 400 kHz 快速模式，1.7V 至 5.5V

– 1 MHz 增强型快速模式（FM+），1.7V 至 5.5V

• 施密特触发器和输入滤波功能，用于抑制噪声

• 双向数据传输协议

• 写保护引脚，可实现完全阵列硬件数据保护

• 超低工作电流（最大值 3.0 mA）和待机电流（最大值 1 µA）

• 256 字节页写模式：

– 允许部分页写操作

• 随机读和连续读模式

• 自定时的写周期（最大值 4 ms）

• ESD 保护 > 4,000V

• 可靠性高：

– 耐写入次数：1,000,000 个写周期

– 数据保存时间：200 年

• 环保封装选项（无铅/无卤化物/符合 RoHS 标准）

封装
• 8 引脚 SOIC

CN24CM01
1 Mb（131,072 x 8）兼容 I²C 的（双线）串行 EEPROM

https://www.weixinsemi.com
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1. 封装类型（未按比例显示）
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2. 引脚说明
表 2-1 列出了引脚说明。

表 2-1. 引脚功能表

名称 8 引脚 SOIC 功能

NC 1 未连接

A1(1) 2 器件地址输入

A2(1) 3 器件地址输入

GND 4 地

SDA 5 串行数据

SCL 6 串行时钟

WP(1) 7 写保护

VCC 8 器件电源

注：

1. 如果未驱动 A1、A2 或 WP 引脚，则会在内部将其下拉至 GND。为确保在各种应用环境中正常工作，

该下拉机制被特意设计为具有较强的下拉能力。当这些引脚的偏置电压高于 CMOS 输入缓冲器的跳变

点（约 0.5 x VCC）时，将立即解除下拉机制。建议尽可能将这些引脚连接到已知状态。

2.1. 器件地址输入（A1 和 A2）
A1 和 A2 引脚为器件地址输入，其采用硬接线的方式（直接连接到 GND 或 VCC）兼容其他双线串行

EEPROM 器件。当这些引脚进行硬接线时，单个总线系统上最多可寻址 4 个器件。当某个器件的软硬件匹

配结果为真时，即选中该器件。如果 A1 和 A2 引脚悬空，则会在内部下拉至 GND。但是，由于客户应用

中可能出现电容耦合，因此建议始终将这些地址引脚连接到已知状态。使用上拉电阻时，建议使用 10 kΩ
或更小的电阻。

2.2. 地
电源的参考地。GND 应连接到系统地。

2.3. 串行数据（SDA）
SDA 引脚是漏极开路、双向输入/输出引脚，供器件用于以串行方式传输数据。SDA 引脚必须使用外部上拉

电阻（阻值不超过 10 kΩ）拉为高电平，并且可以与同一总线上其他器件中的任何数量的其他漏极开路或

集电极开路引脚进行“线或”连接。

2.4. 串行时钟（SCL）
SCL 引脚用于为器件提供时钟，并控制器件的输入/输出数据流。SDA 引脚上的命令和输入数据始终在 SCL
的上升沿进行锁存，SDA 引脚上的输出数据在 SCL 的下降沿随时钟移出。SCL 引脚必须强制拉为高电平

（当串行总线空闲时）或者使用外部上拉电阻拉为高电平。

2.5. 写保护（WP）
当写保护输入连接到 GND 时，允许正常写操作。当 WP 引脚直接连接到 VCC 时，禁止对受保护存储器的

所有写操作。

如果 WP 引脚悬空，则会在内部下拉至 GND。但是，由于客户应用中可能出现电容耦合，因此建议将 WP
引脚连接到已知状态。使用上拉电阻时，建议使用 10 kΩ或更小的电阻。

表 2-2. 写保护

WP 引脚状态 部分阵列受保护

连接到 VCC 全阵列

连接到 GND 正常写操作
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2.6. 器件电源
VCC 引脚用于为器件供电。不得尝试在无效的 VCC 电压下工作，否则可能产生虚假结果。
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3. 说明
CN24CM01 提供 1,048,576 位串行电可擦除的可编程只读存储器（Electrically Erasable and
Programmable Read-Only Memory，EEPROM），该存储器划分为 131,072 个 8 位字。该器件的级联特

性允许最多 4 个器件共用一条通用双线总线。该器件针对许多注重低功耗和低电压操作的工业和商业应用

进行了优化。该器件采用节省空间的 8 引脚 SOIC 封装，工作电压范围为 1.7V 至 5.5V。

3.1. 使用双线串行 EEPROM 的系统配置

I2C Bus Host:
Microcontroller

Client 0
CN24CM01
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WP
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3.2. 框图
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4. 电气特性

4.1. 绝对最大额定值
偏置时的温度 -55°C 至+125°C

储存温度 -65°C 至+150°C
VCC 6.25V

任何引脚相对于地的电压 -1.0V 至+7.0V

直流输出电流 5.0 mA

ESD保护 > 4 kV

注：如果器件工作条件超过上述“绝对最大额定值”，可能对器件造成永久性损坏。上述值仅代表极限工

作条件，不建议在处于或超出上述极限值的情况下工作。器件长时间工作在绝对最大额定值条件下，其可

靠性可能受到影响。

4.2. 直流和交流工作范围

表 4-1. 直流和交流工作范围

CN24CM01

工作温度（外壳） 工业级温度范围 -40°C 至+85°C

VCC 电源 电压等级 1.7V 至 5.5V

4.3. 直流特性

表 4-2. 直流特性

参数 符号 最小值 典型值(1) 最大值 单位 测试条件

电源电压 VCC1 1.7 — 5.5 V

电源电流
ICC1 — — 1.0 mA VCC = 5.5V，读操作

ICC2 — — 3.0 mA VCC = 5.5V，写操作

待机电流 ISB1 — — 1.0 µA VCC = 5.5V，VIN = VCC 或 GND

输入泄漏电流 ILI — 0.10 ±1 µA VIN = VCC 或 GND；VCC = 5.0V

输出泄漏电流 ILO — 0.05 ±1 µA VOUT = VCC 或 GND；VCC = 5.0V

输入低电平电压 VIL -0.6 — VCC x 0.3 V 注 2

输入高电平电压 VIH VCC x 0.7 — VCC + 1.0 V 注 2

输出低电平电压
VOL1 — — 0.2 V VCC = 1.7V，IOL = 0.15 mA

VOL2 — — 0.4 V VCC = 3.0V，IOL = 2.1 mA

注：

1. 除非另外说明，否则典型值均为 TA = +25°C 时的表征值。

2. 该参数通过表征确定，未经完全生产测试。

4.4. 交流特性

表 4-3. 交流特性(1)

参数 符号

快速模式 增强型快速模式

单位VCC = 1.7V 至 5.5V VCC = 1.7V 至 5.5V

最小值 最大值 最小值 最大值

SCL 时钟频率 fSCL — 400 — 1000 kHz

时钟脉冲宽度低电平时间 tLOW 1300 — 500 — ns
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表 4-3. 交流特性(1) （续）

参数 符号

快速模式 增强型快速模式

单位VCC = 1.7V 至 5.5V VCC = 1.7V 至 5.5V

最小值 最大值 最小值 最大值

时钟脉冲宽度高电平时间 tHIGH 600 — 400 — ns

噪声抑制时间(2) tI — 50 — 50 ns

时钟低电平到数据输出有效的时间 tAA 50 900 50 450 ns

停止条件与启动条件之间的总线空闲时间(2) tBUF 1300 — 500 — ns

启动保持时间 tHD.STA 600 — 250 — ns

启动建立时间 tSU.STA 600 — 250 — ns

数据输入保持时间 tHD.DAT 0 — 0 — ns

数据输入建立时间 tSU.DAT 100 — 100 — ns

输入上升时间(2) tR — 300 — 300 ns

输入下降时间(2) tF — 300 — 100 ns

停止建立时间 tSU.STO 600 — 250 — ns

数据输出保持时间 tDH 50 — 50 — ns

写周期时间 tWR — 4 — 4 ms

注：

1. 交流测量条件：

– CL = 100 pF

– RPUP（VCC 的 SDA 总线上拉电阻）：1.3 kΩ（1000 kHz）、4 kΩ（400 kHz）和

10 kΩ（100 kHz）

– 输入脉冲电压：0.3 VCC 至 0.7 VCC

– 输入上升和下降时间：≤ 50 ns

– 输入和输出时序参考电压：0.5 x VCC

2. 该参数通过表征确定，未经完全测试。

图 4-1. 总线时序

SCL

SDA In

SDA Out

tF

tHIGH

tLOW

tR

tDH

tAA tBUF

tSU.STOtSU.DATtHD.DATtHD.STAtSU.STA
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4.5. 电气规范

4.5.1. 上电要求和复位行为
在上电序列期间，施加到 CN24CM01 的 VCC 应从 GND 单调上升至最小 VCC 电压（如表 4-1 所指定），压

摆率不高于 0.1 V/µs。

4.5.1.1. 器件复位
为了避免在上电序列期间发生意外写操作或其他意外事件，CN24CM01 包含上电复位（Power-On
Reset，POR）电路。上电后，器件不会立即响应任何命令，直到 VCC 电压超过内部电压阈值（VPOR）时，

器件才会退出复位模式并进入待机模式。

系统设计人员必须确保指令在 VCC 电源达到稳定值（大于或等于最小 VCC 电压）之前不会发送到器件。此

外，一旦 VCC 大于或等于最小 VCC 电压，总线主器件必须等待至少 tPUP，然后再向器件发送第一条命令。

有关这些上电参数的相关值，请参见表 4-4。

表 4-4. 上电条件(1)

符号 参数 最小值 最大值 单位

tPUP 从 VCC 达到稳定状态到器件可以接受命令所需的时间 100 － µs

VPOR 上电复位阈值电压 － 1.5 V

tPOFF VCC = 0V 时掉电和再上电之间的最短时间 1 － ms

注：

1. 这些参数通过表征确定，未经完全生产测试。

当系统中的 CN24CM01 上施加的 VCC 电压低于指定的最大 VPOR 电压而触发事件时，建议执行完整的掉电

再上电序列。首先，将 VCC 引脚驱动到 GND，等待至少最小 tPOFF 时间，然后按照本节中的要求执行新的

上电序列。

4.5.2. 引脚电容

表 4-5. 引脚电容(1)

符号 测试条件 最大值 单位 条件

CI/O 输入/输出电容（SDA） 8 pF VI/O = 0V

CIN 输入电容（A1、A2 和 SCL） 6 pF VIN = 0V

注：

1. 该参数通过表征确定，未经完全生产测试。

4.5.3. EEPROM 单元性能特性

表 4-6. EEPROM 单元性能特性

操作 测试条件 最小值 最大值 单位

耐写入次数(1, 2) TA = +25°C，VCC = 3.3V 1,000,000 — 写周期

数据保存时间(1) TA = +55°C 200 — 年

注：

1. 通过表征和鉴定过程来确定性能。

2. 由于存储器阵列架构的原因，耐写入次数特指以四个数据字节为一组的写操作。任意 4 字节边界的起

始地址可通过将任意整数（N）乘以 4（即 4*N）来确定，结束地址可通过将起始地址加 3（即

4*N+3）来确定。
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5. 器件操作和通信
CN24CM01 用作从器件，并利用兼容 I2C 的简单双线数字串行接口与主机控制器（通常称为总线主器件）

通信。主器件启动并控制对串行总线上的从器件进行的所有读写操作，主器件和从器件都可以在总线上收

发数据。

串行接口包含两条信号线：串行时钟（SCL）和串行数据（SDA）。SCL 引脚用于接收来自主器件的时钟信

号，双向 SDA 引脚用于接收来自主器件的命令和数据信息以及向主器件发回数据。数据始终在 SCL 的上升

沿锁存到 CN24CM01 中，并始终在 SCL 的下降沿从器件输出。SCL 和 SDA 引脚都集成了尖峰抑制滤波器

和施密特触发器，以最大限度地降低输入尖峰和总线噪声的影响。

所有命令和数据信息均首先传输最高有效位（Most Significant bit，MSb）。在总线通信期间，每个时钟

周期传输一个数据位，并且在传输了数据的 8 位（1 个字节）之后，接收器件必须在由主器件生成的第 9
个时钟周期（ACK/NACK 时钟周期）内以应答（ACK）或无应答（NACK）响应位进行响应。因此，每传输

1 个字节的数据需要 9 个时钟周期。任何读/写操作期间都不存在未使用的时钟周期，因此在每个数据字节

传输和 ACK/NACK 时钟周期内，数据流中都不得有任何中断。

在数据传输期间，SDA 引脚上的数据只能在 SCL 为低电平时发生变化，在 SCL 为高电平时必须保持稳定。

如果 SDA 引脚上的数据在 SCL 为高电平时发生变化，将产生启动条件或停止条件。启动条件和停止条件分

别用于启动和终止主器件与从器件之间的所有串行总线通信。在启动条件和停止条件之间传输的数据字节
数不受限制，具体取决于主器件。若要使串行总线处于空闲状态，SCL 和 SDA 引脚必须同时处于逻辑高电

平状态。

5.1. 时钟和数据转换要求
SDA 引脚为漏极开路端子，因此必须通过外部上拉电阻拉为高电平。SCL 为输入引脚，可驱动为高电平或

使用外部上拉电阻拉为高电平。SDA 引脚上的数据只能在 SCL 低电平时间周期内发生变化。SCL 高电平周

期内的数据变化将表示下文定义的启动条件或停止条件。CN24CM01 的 SCL 和 SDA 相关的交流时序参数

的关系，请参见图 4-1 中的时序波形。有关交流时序特性和规范的概述，请参见交流特性。

5.2. 启动和停止条件

5.2.1. 启动条件
当 SCL 引脚处于稳定的逻辑 1状态时，如果 SDA 引脚上发生从高电平到低电平的跳变，将产生启动条件并

使器件退出待机模式。主器件通过启动条件启动任何数据传输序列，因此每个命令必须以该条件开头。器

件将持续监视 SDA 和 SCL 引脚以检测启动条件，但仅在检测到启动条件后才会作出响应。更多详细信息，

请参见图 5-1。

5.2.2. 停止条件
当 SDA 引脚从低电平跳变为高电平而 SCL 引脚处于稳定的逻辑 1状态时，将产生停止条件。

主器件可使用停止条件来结束与 CN24CM01 之间的数据传输序列，后者随后将返回待机模式。如果主器件

将继续执行另一项操作，还可以利用重复启动条件代替停止条件来结束当前数据传输。更多详细信息，请

参见图 5-1。

5.3. 应答和无应答
接收到每个数据字节后，接收器件必须通过发送应答（ACK）响应向发送器件确认已成功收到数据字节。

ACK 的实现过程如下：发送器件首先在第 8 个时钟周期的下降沿释放 SDA 线，接收器件随后在整个第 9 个

时钟周期的高电平周期内以逻辑 0进行响应。

当 CN24CM01 向主器件发送数据时，主器件可通过在第 9 个时钟周期内向 CN24CM01 发送逻辑 1响应

（非 ACK 响应）以指示它已完成数据接收并想要结束操作。这称为无应答（NACK）响应，其实现过程如

下：主器件在第 9 个时钟周期内发送逻辑 1，此时 CN24CM01 将释放 SDA 线，以便主器件随后可以产生

停止条件。
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发送器件（可以是总线主器件或串行 EEPROM）必须在第 8 个时钟周期的下降沿释放 SDA 线，以允许接

收器件将 SDA 线驱动为逻辑 0，从而对先前的 8 位字进行 ACK 响应。接收器件必须在第 9 个时钟周期结

束时释放 SDA 线，以允许发送器继续发送新数据。图 5-1 中提供了时序图，以便更直观地说明这些要求。

图 5-1. 启动条件、数据转换、停止条件和应答

SCL

SDA

SDA
Must Be
Stable

SDA
Change
Allowed

SDA
Change
Allowed

Acknowledge
Valid

Stop
ConditionStart

Condition

1 2 8 9

SDA
Must Be
Stable Acknowledge Window

The transmitting device (Host or Client) 
must release the SDA line at this point to allow 
the receiving device (Host or Client) to drive the 

SDA line low to ACK the previous 8-bit word.

The receiver (Host or Client)
must release the SDA line at

this point to allow the transmitter 
to continue sending new data.

5.4. 待机模式
CN24CM01 具有低功耗待机模式，该模式在发生以下任一情况时使能：

• 执行有效上电序列（见上电要求和复位行为）。

• 器件在有效的 I2C 事务结束时接收到停止条件（器件启动内部写周期的情况除外，请参见写操作）。

• 内部写周期结束（见写操作）。

5.5. 软件复位
在协议中断、掉电或系统复位之后，任何双线器件都可以进行协议复位，具体操作是持续提供 SCL 时钟，

直到 SDA 由 EEPROM 释放并变为高电平为止。EEPROM 释放 SDA 所需的时钟周期数每次都会发生变化。

软件复位序列的空时钟周期数不应超过 9 个。软件复位序列结束后，可向器件发送新协议，具体操作为发

送启动条件，后跟该协议。相关说明请参见图 5-2。

图 5-2. 软件复位

SCL 9

Device is

8321

SDA

Dummy Clock Cycles

SDA Released
Software Resetby EEPROM

如果器件仍无响应或 SDA 总线仍保持工作状态，则必须通过掉电再上电复位器件（见上电要求和复位行

为）。
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6. 存储器构成
CN24CM01 内部由 512 页构成，每页包含 256 字节。

6.1. 器件寻址
访问器件时需要在启动条件之后发送 8 位器件地址字节，以使器件能够进行读/写操作。由于串行总线上可

以连接多个从器件，因此每个从器件必须各自拥有惟一的地址，以便主器件能够独立访问每个从器件。器

件地址字节的高 4 位称为器件类型标识符。器件地址字节的 bit 7 至 bit 4 需要使用器件类型标识符 1010
（Ah）（见表 6-1）。

4 位器件类型标识符后跟硬件从器件地址位 A2 和 A1。这些位可用于扩展地址空间，因此同一条总线上最

多可存在 4 个串行 EEPROM 器件。这些硬件从器件地址位必须与相应硬接线器件地址输入引脚 A1 和 A2
上的电压关联。A1 和 A2 引脚内置专有电路，如果将引脚处于悬空状态，则会自动将引脚偏置为逻辑 0状

态。为确保在各种应用环境中正常工作，该下拉机制被特意设计为具有较强的下拉能力。当引脚的偏置电

压高于 CMOS 输入缓冲器的跳变点（约 0.5 x VCC）时，将立即解除下拉机制。建议始终将这些地址引脚连

接到已知状态。A2 和 A1 硬件从器件地址位之后是 bit A16（器件地址字节的 bit 1），该位是存储器阵列

字地址的最高有效位。有关该位的位置，请参见表 6-1。

器件地址字节的第 8 位（bit 0）是读/写选择位。该位为高电平时启动读操作，该位为低电平时启动写操

作。成功比较器件地址字节后，CN24CM01 将返回 ACK。如果未实现有效比较，器件将返回 NACK。

表 6-1. 器件地址字节

封装
器件类型标识符 硬件从器件地址位 字地址的最高有效位 R/W 选择

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

SOIC 1 0 1 0 A2 A1 A16 R/W

对于除当前地址读操作外的所有操作，必须在器件地址字节之后立即向器件发送两个 8 位字地址字节。字

地址字节由 17 位存储器阵列字地址的其余 16 位组成，用于指定从 EEPROM 中的哪个字节位置开始读取

或写入。第一个字地址字节包含字地址的高 8 位（A15 至 A8），这些位的位置从 bit 7 到 bit 0，如表 6-2
所示。完成第一个字地址字节后，CN24CM01 将返回 ACK。

表 6-2. 第一个字地址字节

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8

接下来，第二个字地址字节将发送至器件，该字地址字节提供字地址的其余八位（A7 至 A0）。完成第二

个字地址字节后，CN24CM01 将返回 ACK。请参见表 6-3 以查看这些位的位置。

表 6-3. 第二个字地址字节

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
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7. 写操作
CN24CM01 的所有写操作以主器件发送启动条件开始，后跟器件地址字节（R/W 位设置为逻辑 0），最后

是字地址字节。要写入器件的数据值紧跟在字地址字节之后。

7.1. 字节写操作
CN24CM01 支持写入单个 8 位字节。在 CN24CM01 中选择一个数据字需要一个 17 位字地址。

接收到正确的器件地址和字地址字节后，EEPROM 将立即发送 ACK 响应。器件随后将做好接收 8 位数据字

的准备。接收到 8 位数据字后，EEPROM 将以 ACK 进行响应。寻址器件（例如总线主器件）随后必须以停

止条件终止写操作。此时，EEPROM 将进入内部自定时写周期并在 tWR 内完成，而数据字将被编程到非易

失性 EEPROM 中。在此写周期内，所有输入均处于禁止状态，并且 EEPROM 不会作出响应，直到写操作

完成为止。

图 7-1. 字节写操作

SCL

SDA

Start Condition
by Host

Device Address Byte First Word Address Byte

MSb MSb

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1  0  1 0 A2 A1  A16 0  0

Second Word Address Byte Data Word

Stop Condition
by Host

MSb MSb

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0

     A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 0

ACK
from Client

ACK
from Client

ACK
from Client

ACK
from Client

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 0

A15

7.2. 页写操作
页写操作允许在一个写周期内最多写入 256 个字节，前提是所有字节都在存储器阵列的同一行内（其中地

址位 A16 至 A8 相同）。此外，还支持不足 256 字节的部分页写操作。

页写操作的启动方式与字节写操作的启动方式基本相同，只是在第一个数据字随时钟移入后，总线主器件

不发送停止条件。但是，在 EEPROM 确认收到第一个数据字之后，总线主器件可以额外传输最多 255 个数

据字。接收到每个数据字后，EEPROM 都将以 ACK 进行响应。将所有要写入的数据都发送至器件后，总线

主器件必须发出停止条件（见图 7-2），此时内部自定时写周期将开始。

接收到每个数据字后，字地址的低 8 位在内部递增。高地址位不会递增，并将保持存储器页行位置。无论

写入多少字节，页写操作都仅限于在单个物理页内写入字节。当递增的字地址达到页边界时，地址计数器

将计满返回到当前页的开头。但是，应尽量避免计满返回事件，因为页中先前装入的数据可能会被意外更

改。 
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图 7-2.  页写操作

SCL

SDA

Start Condition
by Host ACK

from Client
ACK

from Client

Device Address Byte  First Word Address Byte

MSb MSb

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1  0  1 0 A2 A1 A16 0 0 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 0

ACK
from Client

ACK
from Client

Stop Condition
by HostACK

from Client

Second Word Address Byte Data Word (n) Data Word (n+x), max of 256 without rollover

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  A7   A6   A5   A4  A3  A2   A1  A0 0 D7  D6 D5  D4  D3 D2 D1 D0 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0
MSb MSb MSb

7.3. 应答轮询
时间敏感型应用通常不希望等待固定的最大写周期时间（tWR），这种情况可以通过实现应答轮询程序来进

行优化。凭借该方法，应用可及时确定串行 EEPROM 写周期何时完成，以便启动后续操作。

当内部自定时写周期开始后，即可启动应答轮询程序。该程序会反复发送启动条件，后跟有效的器件地址

字节（R/W 位设置为逻辑 0）。在写周期内，器件不会以 ACK 进行响应。当内部写周期完成后，EEPROM
将以 ACK 进行响应，从而允许立即启动新的读/写操作。图 7-3 中提供了流程图，以便更直观地说明该方

法。

图 7-3. 应答轮询流程图

Did 
the device 

ACK?

Send any 
Write 

protocol.

Send 
Stop 

condition 
to initiate the 
Write cycle.

Send Start
condition followed 

by a valid 
Device Address 

byte with R/W = 0.

next Read or
Write operation.

NO

YES
Proceed to the 

7.4. 写周期时序
自定时写周期（tWR）的时长定义为从停止条件（开始内部写周期）到启动条件（第一个器件地址字节发送

至 CN24CM01，器件随后以 ACK 进行响应）的时间。 图 7-4 展示了该时间的测算方式。在内部自定时写

周期内，不会处理任何尝试读取或写入存储器阵列的操作。
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图 7-4. 写周期时序

tWR

Stop
Condition

Start
Condition

Data Word n

ACKD0SDA

Stop
Condition

SCL 8 9

ACK

First Acknowledge from the device
to a valid device address sequence after
write cycle is initiated. The minimum tWR 

can only be determined through
the use of an ACK Polling routine.

9

7.5. 写保护
CN24CM01 采用硬件数据保护方案，该方案允许用户在 WP 引脚处于 VCC（或有效的 VIH）时对整个存储

器阵列内容进行写保护。如果 WP 引脚处于 GND 或悬空，将不会设置写保护。

表 7-1. 写保护行为

WP 引脚电压 部分阵列受保护

VCC 全阵列

GND 无——未使能写保护

开始内部自定时写周期前，会先在每个字节写操作或页写操作的停止条件处采样 WP 引脚的状态。在发送

停止条件之后改变 WP 引脚的状态不会更改或中断写周期的执行过程。

如果尝试在 WP 引脚已置为有效时写入器件，器件将会应答器件地址、字地址和数据字节。但是，在停止

条件发出后不会出现写周期。器件将立即准备好接受新的读/写操作。
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8. 读操作
读操作的启动方式与写操作基本相同，只是器件地址字节中的读/写选择位必须设置为逻辑 1。读操作有以

下三种：

• 当前地址读操作

• 随机读操作

• 连续读操作

8.1. 当前地址读操作
内部数据字地址计数器保存的内容为最后一次读/写操作期间访问的最后一个地址加 1。只要器件保持 VCC
供电，该地址在操作间隔就会保持有效。读操作期间的地址计满返回会从最后一页的最后一个字节返回到

存储器第一页的第一个字节。

当前地址读操作根据内部数据字地址计数器的位置输出数据。该过程以启动条件开始，后跟有效器件地址

字节（R/W 位设置为逻辑 1）。器件将以 ACK 响应此序列，之后当前地址数据字在 SDA 线上以串行方式

随时钟输出。如果总线主器件在第 9 个时钟周期内未以 ACK（而是 NACK）进行响应，所有类型的读操作

都将终止。在 NACK 响应后，主器件既可以发送停止条件结束协议，也可以发送启动条件开始下一个序

列。

尽管数据字地址的最高有效位（A16）嵌入在器件地址字节中，但在当前地址读操作期间，这两位不会优

先于内部地址计数器中 A16 位的原有值，因此它们用无关位表示，具体如图 8-1 所示。

图 8-1. 当前地址读操作

SCL

SDA

Device Address Byte Data Word (n)

Start
by

Host
ACK
from
Client

NACK
from
Host

Stop
by

Host

MSb MSb
 1 0 1 0 A2 A1 A16 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8.2. 随机读操作
随机读操作的启动步骤与字节写操作相同，以装入新的数据字地址。这称为“假写”序列，但必须省略字

节写操作的数据字节和停止条件，以防止器件进入内部写周期。当器件地址和字地址随时钟移入并被

EEPROM 应答时，总线主器件必须产生另一个启动条件。总线主器件随后通过发送启动条件并后跟有效的

器件地址字节（R/W 位设置为逻辑 1），来启动当前地址读操作。尽管数据字地址的最高有效位（A16）
嵌入在器件地址字节中，但在假写操作期间，该位不会优先于内部地址计数器中 A16 位的设定值，因此该

位用无关位表示，具体如图 8-2 所示。

EEPROM 将以 ACK 响应器件地址，然后在 SDA 线上以串行方式随时钟移出数据字。如果总线主器件在第

9 个时钟周期内未以 ACK（而是 NACK）进行响应，所有类型的读操作都将终止。在 NACK 响应后，主器

件既可以发送停止条件结束协议，也可以发送启动条件开始下一个序列。
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图 8-2. 随机读操作

SCL

SDA

Start Condition
by Host

Device Address Byte First Word Address Byte

MSb MSb

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1  0  1 0 A2 A1  A16 0  0

Dummy Write

Start Condition
by Host

Device Address Byte Data Word (n)

Stop Condition
by Host

MSb MSb

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1  0  1 0 A2 A1 A16 1  0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1

  A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 0

ACK
from Client

ACK
from Client

ACK
from Client

NACK
from Host

Second Word Address Byte

MSb

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 0

ACK
from Client

A15

8.3. 连续读操作
连续读操作由前文所述的当前地址读操作或随机读操作启动。因此，在器件地址字节中发送的 A16 位为无

关值，因为该位不会更改地址指针中的值。只要 EEPROM 收到 ACK，就将继续递增字地址，同时以串行方

式随时钟移出数据字。当达到最大存储器地址时，数据字地址将计满返回，连续读操作将从存储器阵列的

开头继续。如果总线主器件在第 9 个时钟周期内未以 ACK（而是 NACK）进行响应，所有类型的读操作都

将终止。在 NACK 响应后，主器件既可以发送停止条件结束协议，也可以发送启动条件开始下一个序列。

图 8-3. 连续读操作

SCL

SDA

Start
by

Host
ACK
from
Client

ACK
from
Host

Device Address Byte Data Word (n)

MSb MSb

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1  0  1 0 A2 A1 A16 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0

ACK
from
Host

NACK
from
Host

Stop
by

Host
ACK
from
Host

Data Word (n+1) Data Word (n+2) Data Word (n+x)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  D7   D6   D5   D4  D3  D2   D1  D0 0 D7  D6 D5  D4  D3 D2 D1 D0 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1
MSb MSb MSb
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9. 器件默认条件
CN24CM01 在交付前已将 EEPROM 阵列设置为逻辑 1，因此所有存储单元中的数据均为 FFh。
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10. 封装信息

10.1. 封装标识信息

CN24CM01: Package Marking Information

8-Lead SOIC

YYWWNNN
CN24CM01

Note 2:  Package drawing is not to scale
Note 1:     designates pin 1 

Catalog Number Truncation 

CN24CM01  

Date Codes                                                                                          
 
YY = Year Code (last 2 digits of calendar year)

WW = Week Code (week of January 1 is week ‘01)
 

 

                                    
                    
             

Trace Code        

    

NNN  = Alphanumeric Trace Code 
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8-Lead Plastic Small Outline (SN) - Narrow, 3.90 mm (.150 In.) Body [SOIC]

Packaging Diagrams and Parameters
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8-Lead Plastic Small Outline (SN) - Narrow, 3.90 mm (.150 In.) Body [SOIC]

Packaging Diagrams and Parameters

© 2025 Microchip Technology Inc.

protrusions shall not exceed 0.15mm per side.
3. Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions.  Mold flash or

REF: Reference Dimension, usually without tolerance, for information purposes only.
BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

1. The Pin 1 visual index feature may vary, but it must be located within the hatched area.
2. § Significant Characteristic

4. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M

Notes:

5. Datums A & B to be determined at Datum H.

Foot Angle 0° – 8°

––0°Lead Angle

0.51–0.31bLead Width
0.25–0.17cLead Thickness

1.27–0.40LFoot Length
0.50–0.25hChamfer (Optional)

4.90 BSCDOverall Length
3.90 BSCE1Molded Package Width
6.00 BSCEOverall Width

0.25–0.10A1Standoff
-–1.25A2Molded Package Thickness

1.75––AOverall Height
1.27 BSCePitch

8NNumber of Pins
MAXNOMMINDimension Limits

MILLIMETERSUnits

§

Footprint L1 1.04 REF

Mold Draft Angle 5° – 15°
θ
θ1
θ2

––0.07R1Lead Bend Radius
––0.07RLead Bend Radius
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RECOMMENDED LAND PATTERN

Land Pattern

BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.

Notes:
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M1.

© 2025 Microchip Technology Inc.

Dimension Limits
Units

CContact Pad Spacing
Contact Pitch

MILLIMETERS

1.27 BSC
MIN

E
MAX

5.40

Contact Pad Length (X8)
Contact Pad Width (X8)

Y1
X1

1.55
0.60

NOM

E

X1

C

Y1

SILK SCREEN

8-Lead Plastic Small Outline (SN) - Narrow, 3.90 mm (.150 In.) Body [SOIC]
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产品标识体系
欲订货或获取信息，请访问 www.weixinsemi.com。

示例

器件 封装 封装图代码 电压范围 包装选项 器件等级

CN24CM01T‑I/SN SOIC SN 1.7V 至 5.5V 卷带式
工业级温度（-40°C 至

+85°C）

http://www.weixinsemi.com
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制造商信息
商标
本文档中的名称、徽标和品牌均为制造商或其关联公司和/或子公司在中国和/或其他国家或地区的注册商标

或商标。

法律声明
本出版物仅适用于制造商的产品，包括设计、测试以及将制造商的产品集成到用户的应用中。以其他任何

方式使用这些信息都将被视为违反条款。

不涉及任何制造商知识产权的使用许可。

如果将制造商的器件用于生命维持和/或生命安全应用，一切风险由买方自负。

器件应用的详细信息仅供参考，内容可能随时更新。用户须自行确保应用符合规范。如需支持，请通过

www.weixinsemi.com 联系制造商。

用户须遵守所有适用的出口管制与经济制裁规定。

本文档中的信息“按原样”提供。制造商对这些信息不作任何形式的担保，包括但不限于针对非侵权性、

适销性和特定用途的适用性的担保。除法律强制要求外，对于因这些信息或使用这些信息而产生的任何损

失，制造商概不承担任何责任。在法律允许的最大范围内，制造商概不承担任何间接或附带损害赔偿。制

造商在任何情况下所承担的全部责任均不超出用户为获得这些信息而向制造商支付的金额（如有）。

制造商的器件代码保护功能
请注意以下有关制造商产品的代码保护功能的要点：

• 制造商的产品均达到制造商数据手册中所述的技术规范。

• 制造商确信：在正常使用且符合工作规范的情况下，其产品非常安全。

• 制造商注重并积极保护其知识产权。严禁任何试图破坏制造商的代码保护功能的行为。

• 制造商或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着产品是“牢不可破”
的。代码保护功能处于持续发展中。制造商承诺将不断改进产品的代码保护功能。

中国销售及服务
如需获取更多信息或支持，请通过以下方式联系我们：

邮箱：sales@weixinsemi.com

网址：www.weixinsemi.com

https://www.weixinsemi.com
mailto:sales@weixinsemi.com
https://www.weixinsemi.com/

	特性
	封装
	目录
	1.  封装类型（未按比例显示）
	2.  引脚说明
	2.1.  器件地址输入（A1和A2）
	2.2.  地
	2.3.  串行数据（SDA）
	2.4.  串行时钟（SCL）
	2.5.  写保护（WP）
	2.6.  器件电源

	3.  说明
	3.1.  使用双线串行EEPROM的系统配置
	3.2.  框图

	4.  电气特性
	4.1.  绝对最大额定值
	4.2.  直流和交流工作范围
	4.3.  直流特性
	4.4.  交流特性
	4.5.  电气规范
	4.5.1.  上电要求和复位行为
	4.5.1.1.  器件复位

	4.5.2.  引脚电容
	4.5.3.  EEPROM单元性能特性


	5.  器件操作和通信
	5.1.  时钟和数据转换要求
	5.2.  启动和停止条件
	5.2.1.  启动条件
	5.2.2.  停止条件

	5.3.  应答和无应答
	5.4.  待机模式
	5.5.  软件复位

	6.  存储器构成
	6.1.  器件寻址

	7.  写操作
	7.1.  字节写操作
	7.2.  页写操作
	7.3.  应答轮询
	7.4.  写周期时序
	7.5.  写保护

	8.  读操作
	8.1.  当前地址读操作
	8.2.  随机读操作
	8.3.  连续读操作

	9.  器件默认条件
	10.  封装信息
	10.1.  封装标识信息

	产品标识体系
	制造商信息



